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b) Electrical Parameters: 

 

Symbol  Parameter  Test Conditions  Min  Typ  Max  Unit 

    VDS  Drain‐source Voltage  VGS =0V, ID=250µA  100  120    V 

    RDS(on)  Static Drain‐to‐Source 

on‐Resistance 

VGS =10V, ID=30A    25  30 
mΩ 

VGS(th)  Gated Threshold Voltage  VDS= VGS, ID=250µA  2.0  3.0  4.0  V 

IDSS  Zero Gate Voltage Drain 

Current 

VDS=100V, VGS = 0V      1.0 
µA 

IGSS(F)  Gated Body Leakage 

Current 

VGS = +25V,      100 
nA 

IGSS(R)  Gated Body Leakage 

Current 

VGS = ‐25V,      ‐100 
nA 

    Ciss  Input Capacitance  VGS =0V, 

VDS=30V, 

f=1.0MHZ 

  4200   pF 

Coss  Output Capacitance    440   pF 

Crss  Reverse Transfer 

Capacitance 

  218   
pF 

Qg  Total Gate Charge  VDS=80V 

ID=40A 

VGS=10V 

  92   nC 

Qgs  Gate‐Source Charge    25   nC 

Qgd  Gate‐Drain Charge    31   nC 

 

Symbol  Parameter  Test Conditions  Min  Typ  Max  Unit 

td(on)  Turn‐on Delay Time  VDD=35V,ID=10A 

VGS=10V,RG=6Ω 

  16    nS 

tr  Turn‐on Rise Time    26    nS 

td(off)  Turn‐off Delay Time    70    nS 

tf  Turn‐off Fall Time    71    nS 

 

 

 

 

 

 

Symbol  Parameter  Test Conditions  Min  Typ  Max  Unit 

ISD  S‐D Current(Body Diode)      60    A 

ISDM  Pulsed    S‐D Current(Body Diode)      240    A 

VSD  Diode Forward Voltage  VGS =0V, IDS=40A      1.3  V 

trr  Reverse Recovery Time  TJ=25℃,IF=40A 

di/dt=100A/us 

  82    nS 

Qrr  Reverse Recovery Charge    150    nC 

  *Pulse Test: Pulse Width <= 300µs, Duty Cycle< =2% 

Symbol	 Paramter	 Typ	 Units	

RθJC	 Junction‐to‐Case  0.6	 ℃/W	

®IRFP150N
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